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摘要(译)

本发明提供一种有机半导体元件，其具有可以将沟道长度控制为较小值
并且不会由于台阶部分而引起接触电阻上升的FET，以及使用该有机半
导体元件的具有大孔径的有机发光显示装置。作为源/漏电极之一的第一
导电层（2）设置在基板（1）上，并且有机半导体层（3）和作为源/漏
的另一电极的第二导电层（4）在第一导电层（2）上提供电极。然后，
在有机半导体层的侧面或有机半导体层（3）的前表面上，通过去除第二
导电层的一部分和第二导电层的侧面而暴露出栅电极（第三导电层）
（经由绝缘层（5）提供图6），从而形成FET。有机EL显示装置具有层
叠在有机EL部分上作为驱动元件的这种结构的FET。
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